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В настоящее время создание «слоистых» полупроводниковых структур, 

в том числе и на основе кремния, производится по различным технологи-
ям. В работах [1-3] изучалась возможность получения в монокристалличе-
ском кремнии наноразмерных объемных слоев и поверхностных структур, 
отличающихся по химическому составу или строению и свойствам от 
кремниевой матрицы. Получение данных структур происходило в резуль-
тате создания в пластине кремния дефектного слоя имплантацией водоро-
да или гелия, развития или трансформации этого слоя, и геттерирования на 
него кислорода, вводимого в кремний из плазмы. Получаемые глубинные 
наноразмерные островковые слои представлены на рис.1(а, б). 

 
 
     
 
 
 
 

Рис.1(а, б)           Рис. 2 
В ряде работ, предлагается использовать структурирование объема и 

поверхности кремниевых пластин, для увеличения эффективности солнеч-
ных элементов. В частности, в работе [4], исследуется возможность при-
менения кремниевых сферических (пузырьковых) структур, для изменения 
спектральной зависимости коэффициента поглощения светового излуче-
ния. На образцах, аналогичных изученным в [1], были исследованы спек-
тральные зависимости фотоЭДС. Проведенные исследования показали 
изменение формы и интенсивности спектров фотоЭДС (рис. 2) в зависимо-
сти от структуры глубинного слоя.  
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